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Tagdim olunan isda tomiz, eloca da qadolinium, holmium, disprozium kimi lan-
tanoidlarlo  muxtalif saviyyada agqarlanmis p-GaSe va n-InSe kristallarinda elektro-
liminessensivanin bazi xuisusiyvatlari kompleks sakilda tadqiq edilmigdir.

Miiayyan edilmisdir ki, p-GaSe<lLd> va n-InSe<lLd> kristallarinda elektroliimi-
nessensiyamn daxil edilan lantanoid atomlarimin kimyavi tabiatindan deyil, asasan atom faizi
ila migdarindan asili olmasi, baxilan element atomlarimn p-GaSe va n-InSe kristallarina
hassaslasgdirict va ya isiglanma markazlori kimi daxil olmadigindan irali galir. Balka da bu
kimyavi elementlarin kicik radiuslu ionlari laylara va ya onlarin arasina girarak, son naticads
tadqiq edilon kristallar: asqarlanmis kristallardan daha ¢ox kompozit materiala gevirir.

Layl A"BY' kristallarinda elektroliiminessensiyaya dair maragli malumatlar
avvalki islords [1-3] mdvcud olsa da. problemin bir sira maqamlarinin, daha dogrusu,
elektroliiminessensiyanin niimunenin ilkin qaranhq xiisusi miigavimatinin qiymatin-
dan va dlgmalordan avvalki halindan, temperaturdan, hayacanlasmanin tabii laylara
nazaran istigamatindan, kristallarin nizamsizliq daracasindan va asqarlanmasindan
asthliginin otrafl tadqiqe ehtiyac var.

Bu igda tamiz (xiisusi olaraq agqarlanmamis), eloca da qadolinium (Gd), hol-
mium (Ho), disprozium (Dy) kimi lantanoidlarla (Ld) miixtalif saviyyadas asqarlanmisg
p-GaSe va n-InSe monokristallarinda elektroliiminessensiyanin bazi xiisusiyyatlari
kompleks sokilda tadqiq edilmisdir.

Miioyyanlasdirilmigdir ki, tamiz p-GaSe va n-InSe kristallarinda siialanmanin
bas verma ehtimali va parlaghg: bir qayda olaraq, ilkin qaranliq xiisusi miiqavimati
(pro) kigik olan niimunalarda daha boyiik, ahisma garginliyi (E,) is2 kigik olur.

Hayacanlagdirilmanin kristalin «C» oxuna nazaron yonalme istigamatindan
asili olaraq, hor iki materialda elektroliiminessensiya giialanmasimin spektrlari torki-
bina gore farqlonmasa da, maksimumlarinin voziyyatina va siialanmanin inteqral par-
laghgina gora bir-birindan farglonir. pro-bdyiik olan niimunalards bu farq 6ziinii daha
aydin gostorir. Laylar istiqamatinda hayacanlasdirildigda stialanma spektrinin maksi-
mumu laylara perpendikulyar istiqamatdaki hayacanlasdirilma hahndaki il miiga-
yisada ~ 0.10 eV-a gadar uzun dalgalar oblastina dogru siiriigmiis olur. n-InSe-da
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olmasa da, oxsar naticalor p-GaSe kristallarinda digar tadgiqatgilar tarafindon do
qeyda alinmus [1, 2] va kristalin «C» oxuna nazaran miixtalif istigamatlorinda optik
kegidlarin tabiatinin farglanmosi ila bagh ola bilmasi farz edilmisdir.

Tozaca gbyardilmis tomiz n-InSe monokristallarinda elektroliiminessensiyanin
xarakteristika va parametrlori dayanigli olmayib, zaman kegdikco doyisir. Bu kri-
stallar uzun miiddot, hatta otaq temperaturunda belo agiq havada saxlamldiqda,
onlarin siialanma parametrlorinin asta da olsa, dayismasi va son naticada 6zlarinin
miioyyan stabil qiymatlorini almasi bas verir. Bu kristallar1 ~10™" mm civa siitunu
tortibindo vakuumda 550+ 600 K-o gadar qizdinb, sonra ~25+30 saat arzinds 300 K-
na qadar soyutduqda, miisahida olunan dayanigsizliq, demak olar ki, tamamilos aradan
qalxir (daha izotermik relaksiyasi getmir). Bu xiisusiyyat elektrik, fotoelektrik xassa
va parametrlorin &l¢iilmosi zamani da misahido edildiyindan, oksar hallarda homin
kristallar1 géyartma rejiminda (kiilgani soyudarkan) termik iglomak lazimdir.
Tacriibalor gostarir ki, termik iglanma va izotermik demloma son naticada kristalin
garanhiqdaki xiisusi miigavimatinin qiymatini artirir.
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Sakil 1. Tamiz p-GaSe (1), n-InSe (17) vo miixtalif saviyyada asqarlanmis p-GaSe<Gd>
(2, 3), n-InS<Ho> (2', 3"} kristallarinda elekiroliiminessensiyanin spektri.
N,at%:1,1'-0;2,2'-10%3,3'- 10", i=30 mA; T=77K.

77K-dan baslayaraq temperaturu yiiksaltdikdo iso tadqiq olunan kristallarda
elektroliiminessensiyanin parlaglig: ile yanasi, spektrinda do dayisikliklor bas verir.
Bu zaman spektrin uzun dalgalar torafdoki maksimumu qisa daigalar tarofa siiriigiir va
bu maksimuma uygun siialanmanin parlaghg azalir. Spektrin asas maksimumu isa,
temperaturun yiiksalmasi ilo bir qadar qisa dalgalar torafa (77 K-da 1.21mkm-dan 130
K-da 1.18 mkm-a qador) siiriigiir.
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Sakil 2. Miixtalif saviyyada Gd (1, 17), Ho (2, 2°), Dy (3, 3") atomlart il agqarlanms p-

GaSe (1-3) va n-InSe (1°-3") kristallarinda elektroliiminessensiyanin spektri.
N,at%: 1,2, 3=-10% 1,2, 3=-10. T=71 K

Miioyyanlasdirilmisdir ki, p-GaSe<Ld> vo n-InSe<Ld> kristallarinda da asag
temperaturlarda (T < TB] miloyyon E=E,-da elektroliiminessensiya siialanmasi bas-
layir va niimunaya tatbiq edilan xarici garginliyin qiymati geviricilik gorginliyina gat-
diqda niimunada bas veran geviricilik effekti naticasinda siialanma séniir [4]. Bu kri-
stallarda da E, vo B;-in qiymotlari zaif do olsa, hor halda hiss olunacaq daracada,
corayan kontaktlarinin materialindan asihdir. Bela ki, In, Sn, Ga, Ag, akvadak si-
rasinda an yaxsi naticalar (kigik E,; va boyiik B;) indium kontaktl niimunalarda tamin
olunur. p-GaSe<Ld> va n-InSe<Ld> kristallarinda da elektroliiminessensiya siialan-
mas1 ExE, olduqda sabit va bir istiqgamatli impuls elektrik sahalori halinda geyri-asas
yiikdasiyicilarin injeksiya olundugu, sinusoidal dayison saha halinda iss her iki kon-
takta bitisik hissadon baglayib, xarici garginliyin sonraki artmasi il tadricon niimuna
boyunca yayilir. Eyni zamanda askar edilmisdir ki, tadqiq edilon asilihglarin xarakteri
va keyfiyyati baslica olaraq daxil edilon asqar atomlarinin (lantanoidin) faizls miqda-
rindan (N) asthdir, onlarin kimyavi tabiatindon, demak olar ki, asili deyil (sakil 1-5).

Asqarlanma soviyyasinin dayismasi elektroliiminessensiya stialanmasinin nii-
munanin dlgmadan avvalki halindan asililigina da tasir gostarir va bu tasirin qiymati
qeyri-monoton xarakterlidir. Bela ki. N-nin nisbatan kigik giymotlorinda elektrolii-
minessensiya niimunanin élgmadan avvalki halina daha ¢ox hassasdir. Yiiksok saviy-
yali asqarlanmalarda (N>10* at.% olduqda) isa, bu hossashq kaskin sokildo azalir.
Bazi niimunalarde Nx107+10"at.% qiymatlorinds, hatta elektroliiminessensiya siia-
lanmasinin asas parametrlarinin (B, Eu, Ec) adadi qiymatlorinin, elaco da B,(R),

B,(T) va B,(i) asihihqlarinin gediginin niimunanin él¢gmadon avvalki halindan asilihg:
miisahida olunmur.
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Sakil 3. p-GaSe (1, 1") va n-InSe (2, 2’) kristallarinda elektroliiminessen-siyanin aligma

gorginliynin lantanoid atomlari
(1,2-Gd, I’, 2" - Dy) ila asqarlanma saviyyasindan (N-dan) asihiligi. T=77 K.
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Sakil 4. p-GaSe (1, 1’, 3) va n-InSe (2, 2°, 3’) kristallarinda elektroliiminessensiyanin
asas siialanma zolaginin parlaghginin Gd (1, 2), Ho (17, 2°) va Dy (3, 37)-la
agqarlanma saviyyasindan asithiligr. T=77K, 1=30 mA.
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Gd, Ho. Dy atomlarindan har hansi biri ilo agqarlanmasi, totqiq edilan kris-
tallarda elektroliiminessensiyanin spektrinda «C» oxuna nazaran miisahida olunan
anizotropluga da tosir gostorir. Bela ki, asqarlanma saviyyasi yiiksaldikca, «C» oxu
istigamatina uygun spektrin strukturu va maksimumlarinin vaziyyati laylar istiqa-
matindakina yaxinlasir.

Asqarlanma saviyyasi yiiksaldikea E,-in giymati avvalca (N=10™ at.%-na qadar)
tomiz kristallardakina nazaran bir qadar béyiiyiir, sonra isa (10°<N<10" at.% olduqda)
kigilorak, algaqomlu kristallara xas olan giymata yaxinlagir (sakil 3). N>10™at.% olan
kristallarda agqarlanma saviyyasinin yiiksalmasi ilo pro kimi, E,; da miiayyan bir
qiymata, adatan E4-nin al¢agomlu tomiz kristallardaki giymatina, yaxinlasir, Har iki
qrup kristallarda elektroliiminessensiya siialanmasinin B, parlaghginin N-don asth-
liginin da geyri-monoton xarakterli oldugu askar edilmisdir (sokil 4). Miioyyanlosdi-
rilmisdir ki, N artdigca avvalea (Nx10™ at.% giymatina gadar) B; kigilir, sonra isa
(N>10" a.% olduqda) algaqomlu kristallardaki giymata ¢atmaqla yanasi, ham da
stialanma parlaghiginin, onun temperatur vo gorginlikdan asilih@min, eloca do digar
parametr va xarakteristikalarinin tokrarlanma daracasi da yiiksalir.

Lantanoidlorlo agqarlanmanin B;(T) asthhgina tasirinin xiisusiyystlori do ma-
raqlidir (sokil 5). Bela ki, N-nin kigik giymatlarinda temperaturun yiiksalmasi ilo B;
avvalca, 6z baslangic qiymatina nazaran bir qadar (optimal saraitda 1.10+1.15 dafa)
artir, sonra isa eksponensial ganunla azalir. p-GaSe<Ld> va n-InSe<l.d> kristal-
larinda uygun olaraq T>200K va T>160K-da elektroliiminessensiya siialanmasi tama-
mila soniir. B;(N) asililiginin ekstremumuna uygun giymatdan sonra N-in artmasi ile
B,(T) asthligindaki qeyri-monotonluq tadrican aradan qalxir va N=107 at.%
giymatinda tamamila yox olur.

Lantanoidlarlo N<10'at.% miqdarlarinda agqarlanma layli A"'B"' kristallarinda
elektroliiminessensiyanin spektrinin tarkibina, demak olar ki, tasir gostarmir. Bu za-
man yalmz B;(L) oayrilarindaki uzundalgali alavo siialanma zolaglannin intensiv-
liyinin bir gadar boyiimasi, eninin isa — kigilmasi miisahida olunur (sokil 1).

Alinmus tacriibi naticalarin izahma kegarkan, itk névbada. qeyd etmak lazimdir
ki, lantanoidlarla (Gd, Ho, Dy) kigik (Nx107+10" at.%) miqdarda asqarlanmanin lay!i
A"B"" monokristallarinda elektroliiminessensiyaya tasiri bilavasits hamin element-
larin atomlarinin elektron qurulusu (konfiqurasiyasi) ila, basqa sézla, bu asqar atom-
larinda bas veran daxili (markozdaxili) proseslarla bagh deyil. Ciinki, hamin element-
lardan birinin (gadoliniumun) elektron konfiqurasiyasinin digor iki elementin (hol-
mium va disproziumun) elektron konfiqurasiyasindan shamiyyatli sokilde forglon-
masino baxmayaraq [5], A"BY'<Gd>, A"BY'<Ho>, A"'BY'<Dy> kristallari iigiin alin-
mis naticalor, 6lgma xotalar hiidudlarinda bir-birindan, demak olar ki, farglonmir.

Hala tamiz p-GaSe va n-InSe kristallarinda elektroliiminessensiyanin miisahido
olundugu ilk islorda [1-3] bu siialanmanin carayan kontaktindan niimunanin hacmina
injeksiya olunmus qeyri-asas yiikdasiyicilarin miivafiq lokal (r-rekombinasiya)
saviyyalar vasitosilo rekombinasiyast naticasinda bas verdiyi forz olunmugdur.
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Sakil 5. p-GaSe<Gd> (a) va n-InSe<Ho> (b) kristallarinda elektroliminessensiyanin (1-
4). moaxsusi fotokegiriciliyin infragirmizi sénmasinin (5), manfi fotokegiriciliyin
(6) va maxsusi fotokegiricilivin (7) temperaturdan asililigi.
N, at%: 1-0;2-107;3,5:7-107%4-10".
A=Aim; A= hamaxs Ps=Pgmaxs Pa=Pamax-

Eyni niimunalorda elektroliiminessensiyanin parlaghginin va maxsusi fotokegi-
riciliyin infraqirmizi sénmesinin temperaturdan asililiginin, elaca do moxsusi fotoke-
ciriciliyin temperatur sénmasinin va stialanma rejiminda olan niimunaya agqar udma
oblastindan olan igiqla tosir edarkan alinmig naticolorin (sakil 5) miiqayisali tohlili da
gostarir ki, bu kristallarda elektroliminessensiya siialanmasini tamin edan lokal
saviyyalor r-asta rekombinasiya saviyyalaridir. Mahz bu soviyyalarin tarazliqda ol-
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mayan geyri-asas yiikdastyicilar tutma kasiyi va siirati, asas yiikdasiyicilarinkindan
qat-qat boyiikdir [6]. Alinmug tocriibi naticalor eyni zamanda gdstorir ki, hamin
rekombinasiya markazlari tadqiq edilon kristallarin qadagan olunmus zonasinda kas-
kin gakilde (monosaviyyalar kimi) lokallasmayib. Cox giiman ki, hamin bu lokal
saviyyalar miisyyan boyiik sixliqh xatt atrafinda paylanmis nisbatan enli zolagdan
tagkil olunub. Mohz bu sababdan da temperaturun yiiksalmasi il hamin saviyyalarin
osas ylikdagiyicilardan termik bosalmasi va ya qeyri-asas yiikdasiyicilarla dolmasi
naticasinda, elektroliiminessensiyanin bas vermasini tomin edon rekombinasiyanin
ehtimah kigilir. Temperatur yiiksaldikca r-saviyyalor zolaginin geyri-asas yiikdasi-
yictlarla dolmas: daha dayaz soviyyalorden baslayaraq, todricon daha dorin soviy-
yalora dogru davam etdiyindon, siialanma spektrinin qisa dalgalar torafdon sorhadi
ciizi da olsa, uzun dalgalar oblastina dogru siiriigiir. Masaloya belo yanasma, miisa-
hida olunan elektroliiminessensiya siialanmasinin parlaghq spektrinin qisa dalga to-
rafinin siirligmasinin qiymatina gora, siialanmanin bag vermasinda birbasa cavabdeh
olan rekombinasiya saviyyalarinin gadagan olunmus zonada ~0.10 eV ens malik zo-
lag goklinds paylandigini demoyo imkan verir. Bu fikir tadqiq edilon kristallarda
elektroliiminessensiya vo fotokegiricilik hadisalerinin vahdstda tadqigindan alinmig
naticalarle do tasdiglonir. Agkar edilmigdir ki, agar elektroliiminessensiyanin bas ver-
diyi seraitdo eyni zamanda niimuna maxsusi fotokegiriciliyin infraqirmizi sénmasini
va ya manfi fotokegiricilik yaradan asqar isiqla isiqlandirilarsa, siialanmanin spektri
va parlagqligi dayisir. Bu zaman elektroliiminessensiya bazan, hatta tamamila soniir.

Layli A"B"' kristallarinda elektroliiminessensiyanin avvallarde do miisahida
edilan. lakin 6z izahini tapa bilmayan mogamlarina dair qeyd etmok lazimdir ki,
bunlar bilavasita hamin kristallarin qisman nizamsizh@ [6] va miiayyan saraitdo
ikigoparli enerji modelina tabe olan yarimkegirici [7] kimi aparmasi ilo baghidir,

Bu model gargivesinda forz etmak olar ki, ilkin nizamsizliq daracasindon asih
olaraq 6lgmalarin aparildigi niimunalords dreyf va rekombinasiya ¢oparlarinin 6lgii-
lori da farqlonir. r-markazlorin yiiksakomlu alavalards lokallasdig: bela, yani pro yiik-
sak olan kristallarda béyiik hiindiirliiys ve ena malik rekombinasiya ¢oparlari injek-
siya olunmus qeyri-asas yiikdasiyicilarin r-saviyyalari vasitosilo rekombinasiyasina
manegilik toradir. Ona gora da homin saviyyaler vasitasile rekombinasiya eda bilmak
ligiin, geyri-asas yiikdasiyicilar ya rekombinasiya ¢aparini asa bilmaya kifayat edan
enerjiya malik olmali, ya da ¢aparin hiindiirliiyii kigilmalidir. Injeksiyanin saviyyasi
artdiqca va temperatur yiiksaldikca bu hiindirliik kigilir. Ona gora da yilksakomlu
niimunalorda E,-nin giymati algaqomlu niimunalordakindon boyiikdiir. Yiiksakomlu
niimunalarda tatbiq edilan xarici garginliyin giymatini avvalca o hadds gadar artirmaq
lazimdir ki, rekombinasiya ¢aparlerinin hiindiirliiyii injeksiya olunmus geyri-asas
yiikdasiyicilarin asa bilacayi giymata gqadar kigilsin. Yalniz bundan sonra elektrolii-
minessensiyanin alismasi bas verir va mahz bu sababdan da E,-nin giymati yiiksok-
omlu kristallarda algaqomlulardakindan b&yiik olur. Bu model gargivasinda yiiksak-
omlu kristallarda dreyf ¢aparlarinin méveudlugu injeksiya olunmus qeyri-asas yiikda-
styictlarin yiriikliytind da kigildir [8] va buna géra da hamin grup niimunalards siia-
lanma 6zoyinin coroyan kontaktlan arasinda yayilmasi prosesi algagomlu kristallar-
dakindan hiss olunacaq daracada lang gedir. O ki, galdi tadqiq edilon kristallarda
elektroliiminessensiya hadisasini xarakteriza edan parametrlorin niimunanin §lgms-
lordan ovvalki halindan asihligina, forz etmak olar ki, 6lgmaden avval niimunays
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maxsusi va ya ag isigin tasir etmoasi, kristalda potensial relyefi hamarlayir [9]. Nii-
munaya spektrin miivafiq diapazonundan olan asqar isigla tosir etdikdas, yaxud da
niimunani avvalca ~350K-a gadar qizdirib, sonra 77K-a qadar soyutduqda sarbast
zonada miixtalif tosirlarlo yaradilmis tarazligda olmayan yiikdasiyicilarin yox olmasi
naticesinda, potensial relyefin ilkin vaziyyatinin barpasi bas verir.

Temperaturun yiiksalmoasi isa kristalda potensial relyefin "temperatur hamar-
lanmasina" gatirir. Naticada, avvalca siialanmanin parlaghg artir, sonra isa r-markoz-
larin termik dolmasi hesabina elektroliiminessensiyanin temperatur sénmasi baslayir
va B;-nin artma siirati Kigilir.

Belalikla, tadgiq edilon p-GaSe va n-InSe kristallarinin fazaca qismoan nizamsiz
olmasinin nazara alinmasi va bela yarimkegiricilar iigiin malum iki¢aparli enerji mo-
delindan istifads edilmasi, hamin kristallarda elektroliiminessensiyanin da kvazibir-
cins yarumkegiricilar tigiin movcud olan nozori miilahizalor osasinda izah edils bil-
moyan bir sira xiisusiyyatlarini keyfiyyotca qaneedici sokilde izah etmoya imkan
verir. Bizim fikrimizca, har iki qrup kristallarda laylar va laylara perpendikulyar isti-
gamotda elektroliiminessensiyanin spektrinin bir-birina nazsren ~0.1 eV-a godar sii-
riismasi qonsu laylar arasinda tagriban els hamin tartibda (~0.1 eV) potensial ¢aparin
mdveud ola bilmasi [10] ilo alagedardir va qonsu laylar arasindakr kimyavi slaganin
zaifliyindan irali goalir.

p-GaSe kristallarinda n-InSe-daki ila miiqayisada qonsu laylar arasindaki sla-
genin giiclii, qadagan olunmus zonasimin eninin ~1.5+1.6 dofs boylk, 0z-0ziina
kompensasiya daracasinin isa ¢ox kigik olmasi, bu kristallarda (p-GaSe-do) qadagan
olunmus zonadaki miixtalif lokal saviyyalorle bagh olan effektlarin, qgisman-
nizamsizliq va 6z-6ziinii kompensa hesabina yaranan effektlorin fonunda zaif ds olsa,
tazahiiriine imkan yaradir. Goriinir mahz buna gora da, p-GaSe kristallarinda
elektroliiminessensiyanin spektrinda asas siialanma zolag: ilo yanasi, nisboton zaif
intensivlikli bir ne¢a alava siialanma zolagi da miisahida olunur va lantanoid atomlar
ila asqarlandiqda hamin zolaglar daha aydin tazahiir edir.

Deyilanlar, Gd, Ho, Dy tipli lantanoidlorla asqarlanmanin layl A"BY kristal-
larinda elektroliiminessensiyaya tasirlarini da izah etmaya imkan verir. Farz olunur ki,
p-GaSe<Ld> va n-InSe<Ld> kristallarinda da elektroliiminessensiyanin mexanizmi
tamamila tomiz kristallardaki kimi olsa da, asqarlanma hamin prosesin bag verdiyi
kristaldaxili soraiti bir gadar dayisdirir. Belo ki, daxil edilmis lantanoid ionlari av-
valca (N<10™ at.% oldugda) kristalda amala galon irimiqyash defektlorin yaratdigi
potensialin tasiri altinda hoamin qeyri-bircinsliklorin atrafinda toplanir vo klasterlar
amala gatirarak onlarin 8l¢ii va tasirlarini tamiz kristallardaki ilo miiqayisads daha da
béyiidiir. Ona goéra do p-GaSe<Ld> va n-InSe<Ld>-da elektroliiminessensiyanin kris-
talin qisman-nizamsizhg: ila bagh olan xiisusiyyatlori tomiz kristallarda miisahida
olunanlarla miiqayisada daha da giiclidiir. Asgarlanma saviyyasinin sonraki bdyii-
masi ila (10°<N<10"at.% qiymatlorinds) daxil edilon lantanoid ionlarinin yaranan
qgeyri-bircinsliklor atrafinda toplanmasi prosesinin doymasi naticasinda, onlarin
niimunanin algagomlu matrisasinda miintazom (bircins) paylanmasi baslayir vo N-in
qiymati bdyiidiikea vaziyyat kvazibircins kristallardakina daha gox yaxinlagir. Buna
géra do N-in qiymatinin sonraki artirilmasi zamani p-GaSe<Ld> va n-InSe<Ld>
kristallarinda vaziyyat daha tokmil olan algaqomlu tamiz kristallardakina yaxinlagir.
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Bu zaman kristalin qonsu laylarindaki lantanoid ionlari arasindaki rabita ciitlarinin
sayinin boyiimasi ila laylararas: alaga da giiclenir [11]. Naticada, N-in belo giymat-
lorinde miisahide olunan elektroliiminessensiyant xarakteriza edan parametr va
xarakteristikalar daha da stabillagir, stialanmanin parlaqhigi boyiiyiir, Ey-nin giymoti
kigilir, siialanmanin spektrinda ham asas, ham do alave maksimumlarin intensivliyi va
aydinhgi yiiksalir. Asqarlanma soviyyasinin belo qiymatlorinds kristalin  «C»
miistavisi va «C» oxu istigamatlorindaki siialanma spektrlarinin bir-birina nazaran
dalga uzunluguna gora siiriigmasi da xeyli azalir. Bu notica dogrudan da, hamin
siirigmanin baxilan har iki materialin tamiz kristallarinda qonsu laylar aras: rabitanin
zoif olmasi ila baghligi vo N-in boyiik qiymatlarinda bu rabitanin giicloanmasi
haqqinda irali siirdityiimiiz miilahizonin dogruluguna dslalat edir.

Farz edilir ki, lantanoidlarlo agqarlanma zamani layli A™B"" kristallarinda elek-
troliiminessensiyanin spektrinin formasinin doyismasi, ilk névbads, yiikdastyicilarin
kristaldaki rekombinasiya ¢oparlarindan tunel etmasi ehtimalinin azalmasi va kristalin
potensial relyefinin tadricon hamarlanmasi ilo baghdir. Bu hadisa agqarlanmig kris-
tallarda elektroliiminessensiyanin spektrinin maksimumlarinin tamiz kristallardakina
nazaran daha qisa dalgalar tarafs siiriigmasine sobab olur.

p-GaSe<Ld> va n-InSe<Ld> kristallarinda elektroliiminessensiyanin daxil edi-
lan lantanoid atomlarinin kimyavi tabiatindan deyil, asasan atom faizi ilo miqdarindan
asth olmasi, baxilan kimyavi element atomlarinin p-GaSe va n-InSe kristallarina
hassaslasdiric1 va ya isiglanma markazlari kimi daxil olmadigindan irali galir. Balka
da bu kimyavi elementlarin kigik radiuslu ionlari laylara vo ya onlarin arasina girarak,
son naticado tadqiq edilon kristallar1 asqarlanmig kristallardan daha ¢ox kompozit
materiala gevirir.
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OCOBEHHOCTH JEKTPOJIIOMUHECLHEHLMH B YACTUYHO-
HEYTIOPSIIOYEHHbIX CJIOMCTBIX KPUCTAJLIAX
COEJAUHEHHIT A"BY, IETUPOBAHHBIX IAHTAHOUJIAMU

AN ABJUHOB , P.®.BABAEBA
PE3IOME

B npencrarnennoit paboTe naHbl pe3ynbTaThl KOMIIEKCHOTO MCCMEIOBAHHS HEKOTO-
pBIX oco6eHHOCTEl INEKTPONOMHHECLIEHLIMH B YMCTHIX, @ Takxke erMpOBaHHBIX JAHTAHOH-
JaMH THNA ragoJuHUiA, roabMHH, IMCNPO3MH ¢ Pa3NMYHLIM NPOLUEHTHLIM COJEPKAHWEM B
kpucrannax p-GaSe u n-InSe.

YeranosieHo, wro B kpuctannax p-GaSe<Ld> u n-InSe<Ld> 3aeucumocts snextpo-
JOMUHECUEHLUMH OT MPOLEHTHOrO COJEPKAHUS, a4 HE OT XHMMYECKOH NPHPO/IbI BBENEHHON
NpUMECH CBA3AHA C TEM, YTO aTOMbl PACCMOTPEHHbIX 3NEMEHTOB He BXOAAT B KPUCTANbI P-
GaSe 1 n-InSe Kak LEeHTPb! OUYBCTBIEHHA HUITH KE CREYeHNA. MOIKET HOHBE ITHX XUMHYECKHX
3/1EMEHTOB, BOIi/1% B CJIOH MITH K€ MEKCJIOHHOE NMPOCTPAHCTBO, B KOHEUHOM PE3YNbTaTe Mpe-
BpalialoT HecneayeMele KpHCTalJIbl B KOMITO3HTHLIE MATEPHANEBL.

FEATURES OF ELECTROLUMINESCENCE IN
PARTIALLY-DISORDER LAYERED CRYSTALS OF A"'BY' TYPE
ALLOYED BY LANTHANIDES

A.Sh.ABDINOV, R.F.BABAYEVA
SUMMARY

In this paper some features of electroluminescence have been complexly investigated in
pure and doped by Gd, Ho and Dy lanthanides with various concentrations, crystals of p-GaSe
and n-InSe. It is established that the dependence of electroluminescence in crystals of p-
GaSe<Ld> and n-InSe<Ld> on the atomic percentage but not on the chemical nature of the
included lanthanide atoms, shows that lanthanide atoms are not the sensitive or light centers.
The ions of chemical elements with little radius by entering layers and interlayers transform
the crystals to composite materials.
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